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論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨
金属以外で金属伝導性を示す合成金属,とくに7r電子系が関与する伝導性低次元物質では,電子受容体
や電子供与体の添加 (ドー ピング)により電荷移動が起こり,その結果電気伝導性が著しく上昇するなど
の物性の変化を生じる｡ その電気伝導性の発現は,添加された物質 (ドー パント)の種類や量によって大







ウ素をドー プした系で反強磁性相が見つかるなど,伝導性以外の物性についても,その ドー パントとの関
連が問題になっている｡
申請者は,ポリチオフェンおよびその置換体,またフルオロアルミニウムフタロシアニンを取り上げ,














次に,ヨウ素をドー プしたポリチオフェン及びポリ (3-メチルチオフェン)の 129トメスバウア-分光
による研究では,ヨウ素は直線状のポリヨウ素 Ⅰ5二 Ⅰ3~,またはヨウ素分子 Ⅰ2として存在していること
を確認した｡また,これらの存在比は,ヨウ素の ドー ピング方法や ドー ピング濃度によって異なり, ドー
ピング濃度の希薄なところではⅠ3~が主であるが, ドー ピング濃度の増大につれて Ⅰ5ー とⅠ2の割合が増
加することを示した｡ ドー ピング濃度と高分子との電荷移動量の関係も明らかになり,ポリアセチレンと
ほぼ同じ傾向を示すことを確認している｡
また,ヨウ素をドープしたフルオロアルミニウムフタロシアニンの反強磁性相についても129トメスバ
ウア-分光の研究を行い,ヨウ素が Ⅰ3~の形でのみ存在することを示すと共に,このヨウ素はこの物質
の磁気的相互作用に直接関わっていないことも明らかにした｡このことは反強磁性相の結晶構造を決定す
る上で重要な意義を持っている｡
以上の結果は,電子受容体をドー プすることにより電気伝導性を発現する伝導性低次元物質の研究にお
いて新しい知見を与えると同時にメスバウア-分光法の応用に1ぉいても新しい可能性を切り開くものであ
る｡
よって,本論文は博士 (理学)の学位論文として価値あるものと認める｡
なお,本論文及び参考論文に報告されている研究業績を中心とし,これに関連した研究分野について試
問した結果,合格と認めた｡
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